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グラフェンは、炭素原子が六角形の蜂の巣

状に配列した二次元炭素材料である。非常に

高い電子移動度をもつ 1)ことから、次世代半

導体材料として期待されている。グラフェン

の作製方法で現在注目されているのは、SiC

の Si 昇華法である。この方法では一般的に、

1200℃以上の高温を必要とするが、C原子を

SiC表面に真空蒸着させ、カーボンリッチな

表面を得ることでグラフェン形成温度を

950℃まで低減することができる 2)。しかし、

炭素の真空蒸着には、それ以上の高温を必要

とする。そこで我々は、室温でのプラズマ酸

化により SiC表面上に余剰カーボンを堆積さ

せ、従来の Si昇華法でグラフェン形成の下限

とされる 1100℃の加熱で比較的高品質なグ

ラフェンを作製した。 

まず、触媒基準エッチング加工法 3)により

原子レベルで平坦化された、n型 4H-SiC 

(0001)基板（抵抗率 0.018Ωcm）（図 1）をチ

ャンバー内に導入し、真空排気を行った。そ

の後、微量の酸素ガスを含有する Heガスを

大気圧まで充填し、室温で He プラズマを照射

し、14 nm 程度の酸化膜を形成した。その後、

HF溶液に浸漬させることで酸化膜を除去し、

SiC表面に 1モノレイヤ程度の C原子を堆積

させた。この表面を超高真空中で加熱するこ

とにより、グラフェンの形成を行った。まず、

表面汚染の除去を目的として、予備加熱を

300℃で数時間行った後、1100℃で 30分間加

熱した。加熱後の表面をラマン分光と AFM

で評価した。ラマン分光の結果、2D ピークの

存在からグラフェンの形成を確認した。また

AFMの結果、室温プラズマ酸化を援用するこ

とで、表面のピットが少なく、ステップ端の

うねりも少ない比較的高品質なグラフェンが

形成された（図 3）。これは、表面に堆積して

いた余剰な C原子が拡散したことで、ピット

の形成を抑制したためであると考えられる。 
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図 1 平坦化加工後の SiC(0001)面 AFM像 

図 2 提案する手法 

図 3 超高真空中 1100℃で加熱後の AFM像 

(a)従来の Si昇華法 

(b)室温プラズマ酸化援用 
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